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【序】工業応用を目指したグラフェンの化学気相成長(CVD)では、基板として Cu 箔、原料ガスと

して CH4 を用い、CH4 と同時に H2 も供給するのが一般的である。H2 の効果として、グラフェン

をエッチングする[1]、グラフェンのグレイン形状を変化させる[2]などが報告されているが、H2

がグラフェン成長に与える効果とその機構については明らかではない。そこで本研究では、熱放

射光学顕微(Rad-OM)法[3-6]によるグラフェン CVD 成長のリアルタイム観察、および in-situ 放射

光 XPS による CVD 停止後の基板測定を行い、H2 がグラフェン成長に与える効果を評価した。 

【実験】Cu 箔を基板とし、真空中アニールと Ar イオン照射で前処理した。H2有りおよび H2無し

の条件での CVD をそれぞれ別の基板で行い、その後 H2 中で加熱した。H2 有り CVD は

Ar/H2/CH4=750/200/2 sccm, 2 分、H2 無し CVD は Ar/H2/CH4=950/0/2 sccm, 2 分、H2 中加熱は

Ar/H2/CH4=750/200/0 sccm, 15 分で、いずれも全圧 1.0×104 Pa、基板温度 950 ℃の条件で行った。

KEK PF BL-13B にて、各過程を Rad-OM 法で観察し、各過程停止後に in-situ XPS 測定を行った。 

【結果】H2 有りの CVD、H2 無しの CVD ともに炭素の発生と成長が Rad-OM 法により観察された

（Fig. 1 (a), (c)）が、炭素量は H2 無しの条件の方が多かった。XPS 測定からも同様の傾向が見られ

た（Fig. 2 (a), (b)）。その後の H2 中加熱で炭素は光学観察下限以下の大きさになった（Fig. 1 (b), (d)）

が、XPS 測定からは炭素が検出された（Fig. 2 (a), (b)）。これらの結果は H2 による炭素のエッチン

グ効果を示している。当日は H2 がグラフェン核発生に与える効果についても議論する予定である。 
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Fig. 1. Rad-OM images of the graphene growth 
(a) with H2 and (c) without H2, and (b), (d) 
subsequent annealing in H2, respectively. White 
area in (a) and (c) correspond to carbon species. 

Fig. 2. XPS C1s spectra (hν=330 eV) (a) after growth 
with H2 and subsequent annealing in H2, and (b) after 
growth without H2 and subsequent annealing in H2, 
respectively.  

(a) Growth with H2  

(c) Growth without H2  

(b) Annealing in H2  

(d) Annealing in H2  
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